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過去 にこの理 論 と比 較 で きる実験 はなか った｡

我 々は温 度及 び 電場 を変 化 させ､ 群ortal,不整合 ,整合 名相の構造的特

殻 を Ⅹ線 回折 法 を用 いて研究 した｡ その結果､ 不整 合相 内で観沸 され た強 い

3次 の衛 星 反 射 の 存在 は､ 高 調波成分の必要性 を横 島的 に支持 してい る｡

一方､ Nom al一不整合 相転移は 2次相転移 で あ るこ とを検証 した｡ 変 調構造の

温度 ･電場依存 性 に関 す る情報 は､ これ まで誘電車 淵定で決 め られ た相境 界の

みで あっ たが､ 今 回､ 不整合 相の衛星反 射及び 打orlal相 の 散浸散乱の波数変

化 を加 え た電場 一泡度 相図 を完成 した｡ 整合一不整 合 転移 点近 傍を除 い て､ 等

変調 波数 曲線 は ほぼ 電 場軸 に平 行 であるが､ 電 場 の上昇 につれて高滋 側 に屈

曲す る｡ 打州 02,SC(約 2)2 の変調波 数にもみ られ る同様の 傾向 は､ 誘電 体の不

整合 構造が 示 す 一般 的 な特徴 と考 え られ る｡

ダイヤモンド焼結体アンビルによる超高圧下での高塩発生

仁田脇 註一月i

従来､20GPaを越える圧力領域で高温を同時発生しての物質合成と insitu

X接回折は､ダイヤモンドアンビルによらなければ成し得ないものであった｡こ

の場合､レーザー加藤Ctよるため温度のesti打ationが困薄であ9､また微小な試

料空間に大きな圧力 ･温度分布が存在するため､回折バターンが複雑になっそし

まう傾向があった｡我々の研究室でくま以前からダイヤモンド焼結体アンビルによ

る高圧発生を進めており､これを基に今回､高塩高圧実崇の圧力領域拡大､試料

休積の増大及び正確な温度測定を目指して､担高圧下での高塩発生とそれによる

物質の高圧相合成を試みた｡

まず､圧力領域の拡大の租点から､ブリッジマンアンビル型に加工したダイヤ

モンド焼結体を立方体圧接体中に対向させる6-2加圧方式により40GPa迄の

圧力を発生させ､その下で試料を加熟した｡この方法では真の圧力発生部分全体

が発熱体となるため､高温下での圧力のestiAlationに問題があり､期待した圧力､

温度条件が達成されていたか疑問の残るところであるが､石英(α-quartz:siO2)

を出発物質にその高圧相であるスティショバイトを合成することができた｡

次に､試料体積の増大､発生圧力の均質性及び再現性､より正確な温度測定を

目的に､立方休に加工したダイ･ヤモンド焼結体を6-8加圧方式の第二段アンビ

ルに使用し､30GPa迄の圧力領域での高塩発生を試みた｡この場合には､熱電

対の指示で750℃迄温度を上げることが出来､ダイヤモンド焼結体アンビルは

何の損僅も受けなかった｡ここで､熱電対の零接点はダイヤモンド焼結体アンビ
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ルの先端面にとっており､アンビル自体の温度も上がっているので､実際の試料

温度はもっと高いはずである｡

このダイヤモンド焼結体アンビルを用いた6-8加圧方式による高塩高圧下で

の insituX法回折実族を､高エネルギー物理学研究所のAR (トリスタンの前

段加速器)のシンクロ トロン放射光と､DIA型キュービックブレス MAX8

0により行った｡その結果､スティショバイ ト及びrutilC型Sn02の高圧相である

a-PbO2樵造､蛍石樵遠のSn02が合成でき､しかも高塩高圧下でのX線回折によ

り､加圧に伴う回折バターンの変化の追跡から相転移の様子を確認することに成

功 した｡

金 属 表 面 で の 遮 蔽 効 果

橋村 淳 司

金属 の表 面付近宰 外 か ら点 電荷 を導入 した とき､ それが金属電子 i与よ っ

て どの よ うに遮蔽 され るか とい うことは金 属表面 の基 本的 な性質 と して重

要で あ る. この ことについて は､Naradudinetal.に よって ､金属 を ジェ

リウムの ス ラブで取扱 い R PA (Random-phaseapproximation) を用 いて

数値 的 に計 算 されてい る｡ ここで はよ り簡 単 なモデ ルを用 い､モデル と遮

蔽の桟 橋 の対応 に留意 しなが ら解 析 を行 な った｡ まず最 も簡単 な近似 と し

て､以 前 Neyns によ って用 い られ た トーマ ス- フ ェル ミの近 似 を用 いて

金属 を誘電 率 8(q)が､ (金属 ;Z<0)

8 (q)- ll + ^2/ q2] 8 (-2)

で与 え られ るよ うな半 無限 の-様 な媒質で あ ると して ､一 個 の点 電荷 によ

るポテ ンシ ャル､誘起電荷分布 ､二個 の点電 荷問 の相 互作用 の計算 を行 な

った｡ ただ しここで､ 人は遮 蔽距 離 の逆数 で ある｡ その結 果 は このモ デル

が表面 によ る遮蔽 の効 果を取込 みす ぎてい ること示 してい るので ､次 に以

下の様 な表 面 での電荷分布 の変化 を考慮 に入 れた モデ ルを用意 した｡ まず

金属 は同様 に ジェ リウムで あ るとす るのだが､電 子 は金属 の ジェ リウムエ

ッジよ りも外 に浸 み出 して お り､ モデル と して IBM (InfiniteBarrier

Model) を採 用 し､線 形応答 の範 囲内 で表面 によ るフ リーデル振動 の影響

を取 り入れ た遮蔽 につ いて論ず る｡

また この問題 を散乱 問題 で取扱 い部分波 展開 を行 な って その と きの位相

のず れ を用 いて遮 蔽の桟橋 を論ず ることも行 な った ので､ それ につ いて も

少 し紹 介す ることにす る｡
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